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SiC デバイスの高耐圧化には、エピタキシャル膜の厚膜化が必要である。しかし、現在 4°オフ
基板を用いたステップ制御エピタキシー成長を行っているため、厚膜化するとステップの存在し
ないウエハ端から成長が破綻してしまう。そこで、ステップが存在しなくても基板の多形を引き
継ぐことのできるスパイラル成長に着目した。今回、市販の 4H-SiC C 面 on-axis基板上にエピタ
キシャル成長を行い、スパイラル成長発生のための条件や結晶欠陥などを評価した。 

近接垂直ブロー型 CVD炉[1]を用いてエピタキシャル成長を行った。成長温度 1570-1580 °C、成
長圧力 20 torr、C/Si比 0.8-1.0、成長速度 15 μm/h とし、約 45 μm成長した。ウエハ内の局所的な
オフ角の分布を評価することによって、オフ角が 0.05°よりも大きい領域では 3C の膜が成長し、
オフ角が 0.05°以下の領域ではスパイラル成長が発生していることが分かった[2]。このスパイラル
成長領域にも 3C インクルージョンは発生しており、3C インクルージョン抑制のため、成長速度
を 15 μm/h まで上昇させるのに要する時間（ランプアップタイム）を変化させた。図 1 にそれぞ
れのランプアップタイムにおけるエピタキシャル膜表面の顕微鏡像を示す。成長速度を一気に増
加させた（ランプアップタイム：0 分）ときには、3C インクルージョンの面積が 4H 領域の面積
よりも大きいのに対し、ランプアップタイムが 60分以上のときは、1 cm角の領域に 3Cインクル
ージョンが数個まで減少している。成長初期の成長速度を遅くすることが 3Cインクルージョンの
抑制に重要であると考えられる。また、異なる螺旋転位から発生したスパイラル成長の境界を放
射光 X 線トポ測定（g=11-2-8）により評価した。図 2 にスパイラル成長領域の顕微鏡像（左）と
放射光 X 線トポ像（右）を示す。螺旋転位の位置を橙丸で囲っており、ほぼ全ての螺旋転位から
スパイラル成長が発生していることが分かる。また、異なる螺旋転位から発生したスパイラル成
長間の界面に転位の発生は確認されなかった。 

図 1：それぞれのランプアップタイムにおけるエピタキシャル膜表面の顕微鏡像 

図 2：スパイラル成長領域の顕微鏡像（左）と放射光 X線トポ像（右） 
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